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TI - Semiconductor chip separation and handling method uses push rod for transfer of separated 

semiconductor chip from saw frame to transport band 
AB - DE1 021 5083 NOVELTY - The method has a semiconductor wafer sawed along defined lines via a saw 

foil (8), for separation into individual semiconductor chips (5), released via a transport rod (1 1 ) pushed 

through the saw foil into contact with the semiconductor chip, which is transferred to a transport band 

(13,14) on the opposite side. 

- USE - The method is used for separation of semiconductor chips from a semiconductor wafer and 
handling of the separated semiconductor chips. 

- ADVANTAGE - Prevents damage to separated semiconductor chips during transfer from saw frame to 
transport band. 

- DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a cross-sectional view of the transfer of a 
semiconductor chip from a saw frame to a transport band. 
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© Verfahren zum Vereinzeln von Halbleiterchips von einem Wafer und zum Handhaben vereinzelter 
Halbleiterchips 

© Es wird ein Verfahren zum Vereinzeln von Halbleiter- 
chips von einem Wafer vorgesehen, bei dem ein Wafer 
auf einer Sagefoiie aufgebracht wird und nach dem Ver- 
einzeln mittels eines Transportstoftels, der durch die Sa- 
gefolie gegen den Halbleiterchip gefuhrt wird, herausge- 
lost wird und anschlie&end mit der gleichen Seite, mit der 
der Transportsto&el den Halbleiterchip herauslost, in ei- 
nem Transportband abgesetzt wird. 
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Bcschrcibung 



|00011 Die Ertindung belrilTt ein Verfahren zum Verein- 
zeln von Halbleilerchips von einem Wafer und zum Handha- 
ben vereinzclier Halbleiterchips gcmiiB Patentanspruch 1. 
Iniegriertc Schaltkreise in Fonn von sogenannten Halblei- 
ter-Chips werden in groBer Stiickzahl auf eineiu Halbleiter- 
wafer hcrgestellt. Dabei isl die Anzahl der Chips pro Wafer 
in Abhangigkcit von der ChipgroBe zwischen einigen hun- 
dcrt undcinigen tausend bis zu iibcr zchnlauscnd Halblcitcr- 
Chips pro Wafer. Diese sind matrixartig auf dem Wafer an- 
geordnel, und werden nach der Herstellung bei spiels weise 
zersagl. Dabei ist ein ubliches, seit iangeni bekannles Ver- 
fahren. dass der Wafer vor dem Sagen auf einer Sagefolie 
haftend aufgebracht wird, die in eineni Sagerahmen einge- 
spannt ist. Enlsprechend der Sagelinien, die benachbarte in- 
legrierte Schallungen von einander trennen, wird der Wafer 
gesiigt. lis licgen dann die einzelnen Haibleiter-Chips auf 
der Sagefolie vor. Fur die weilere Verarbeitung driickl bei- 
spielsweise eine Nadel von der Sagefolienseite her gegen ei- 
nen der Halbleiterchips, so daB sich die Polie weitgehend 
vom Chip trennt. Sodann wird der Chip von der andcrcn 
Seite der Sagefclic mittcls Unterdruck von der Sagefolie ab- 
genomrnen und zur Weilerverarbeitung abgesetzl. Dieses 
ubliche Verfahren ist in der WO 00/25349 A 1 und in der 
DE 43 38 071 C2 beschrieben. 

1 004)2 J Dieses bekannte und weilgehend ubliche Verfah- 
ren isl dann ungeeignel, wenn die von der Siigefolie abge- 
wandetc Seile des Halbleiter-Chips beruhrungsempfindlich 
ist. Dies isl bcispielsweise dann der Fall, wenn z. B. mikro- 
inechanische Elemente oder auch Sensoren an der Oberfla- 
che ausgebildel sind. Fiir den Unigang niit Halbleiterchips, 
die eine empfindliche Oberflache aufweisen, sind nachfol- 
gende Handhabungs verfahrcn bckannt. Zum Abnchmcn von 
der Sagefolie ist beispielsweise bekannt, mittels mehrerer 
AusstoBnadeln, die durch die Sagefolie durchgedriickt wer- 
den, den Halbleiterchip von der Sagefolie abzuheben. Da- 
nach, d. h. wenn ein ausreichender Abstand von der Sagefo- 
lie bzw. dem benachbarten Chips erreicht isl, wird dieser 
mittels einer entsprechenden Vorrichtung seitlich gegrifTen 
und weiterverarbeitet. 

|0003] Weiterhin ist in der endverarbeitenden Fertigung 
von Halbleiterchips die Verwendung von Transportbandern, 
sogenannten "Surftabs M bekannt. Es handelt sich hierbei urn 
ein Band, bei dem zumindest in einer Reihe hintereinander 
folgcnd Offnungcn vorgeschen sind, die dcutlich groBer als 
der Halbleiterchip sind, wobei die OrTnungen einseitig mil 
einem Klebeband bzw. Klebefolie abgedeckt ist. Der Chip 
wird sodann in diese Offnung reingesetzt und durch die kle- 
bende Oberflache bleibt er haftend in der Offnung und wird 
der weiteren Verarbeitung zugefuhrt, wie aus der 
DR43 38 071 C2 bekannt. Dabei ist weiterhin bekannt, daB 
diese Klebefolie zweigeteilt isl, so daB pro Offnung in der 
Mitte in Langsrichiung der hintereinander liegenden Off- 
nungen die Klebefolie sozusagen einen Schlitz aufweisl. 
Eine Moglichkeit den Chip aus dem Surftape zu entnehmen 
ergibt sich nunmehr gemaB dem Stand der Technik dadurch, 
daB von unten ein Saugriissel an den Chip herangefahren 
wird, und der Chip durch die Klebefolie hindurchgezogen 
wird, die sich endang des Schlitzes dabei auseinanderzieht. 
Nachteilig bei diesem Verfahren ist es, eine empfindliche 
Oberflache zumindest an den Kanten dabei von der Klebefo- 
lie beschadigt werden kann. 

|0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu Grunde 
ein Verfahren zum Vereinzeln von Halbleiterchips vorzuse- 
hen, das mil einfachen Mitteln die Handhabung von Halblei- 
terchips mil einer empfindlichen Oberflache zuverlassig ge- 
wiihrleisteU ohne die Oberflache einer Beschadigung auszu- 



selzen. 

I0005 J Diese Aufgabe wird ertindungsgemaB durch die in 
Patentanspruch 1 angegebencn MaBnahmen gelost. 
(00061 Durch das crfindungsgemaBe Verfahren ist ge- 
5 wahrleistet, daB cine Handhabung mil einfachen Miiteln ge- 
wahrleistet ist. Weitere vorieilhaftc Ausgesialtungen der Er- 
findung sind in den unlergeordnelen Anspriichen angege- 
ben. 

[0007] Es zeigen: 
to [0008] Fig. 1 cine Prinzipdarstcilung cincs Halblcitcrwa- 
fers in der Draufsicht, 

[0009] Fig. 2 eine Querschnittsansicht eines Halbleilerwa- 
fers in einem Sagerahmen, 

|0010J Fig. 3 in Querschnittsansicht die Ubertragung ei- 
15 nes Halbleiterchips vom Sagerahmen zum Transport band, 
[0011] Fig. 4 in einer Draufsicht des Transportband mil 
Halbleiterchips. 

10012] Fig. 5 das in Fig. 4 dargestellle Transportband ini 
Querschnitt, 

20 [0013] Fig. 6a das Auisetzcn eines zweiten Transportsto- 
Bels auf dem Halbleiterchip im Transportband im Langs- 
schnitt, 

|0014] Fig. 6b den in Fig. 6a dargesielUen Zustand im 
Querschnitt, 

25 [0015] Fig. 7a das Abziehen der Transport bandhaltefolie 
im Langsschnitt, 

|0016| Fig. 7b den in Fig. 7a dargestcllten Zustand im 
Querschnitt, 

[0017] Fig. 8a das Entfemen des Halbleiterchips aus dem 
30 Transportband im Langsschnitt, 

[0018] Fig. 8b den in Fig. 8a dargestcllten Zustand ini 
Querschnitt. 

[0019] Nachfolgend wird die Erfindung an Hand eines 
Ausfuhrungsbcispicls untcr Bczugnahmc auf die Zcichnun- 

35 gen erlautert. 

[0020] In Fig. 1 ist schematisch in einer Draufsicht ein 
Wafer 1 dargestellt. Dieser wird entlang von Siigelinien 2 in 
vertikaler Richlung und Sagelinien 3 in horizontaler Rich- 
tung in einzelne Chips 6 aulgeteilt, deren Oberflache 4 in 

40 Fig. I dargestellt ist. Urn das Zerlegen mittels Sagetechnik 
vorzunehmeri. wird der Wafer 1 in einen Sagerahmen 7 an- 
geordnet, der in Fig. 2 schcmaiisch dargestellt ist. Zwischen 
der AuBenumrandung des Sagerahmens 7 isl eine Folie 8 
vorgesehen, die in den Sagerahmen 7 eingespannt ist. In 

45 dem jetzt dargestellten Beispiel weist die Folie 8 OfYnungen 
auf, die so angcordnct sind, daB nach dem Sagcn untcr jc- 
dem Chip 6 sich eine Offnung 10 befindet. Die Oberflache 
der Folie 8 ist haftend ausgebildet. Nunmehr wird der Wafer 
1 in dem Sagerahmen 7 auf der Folie 8 haftend aufgebrachu 

50 wobei eine Folie 9 auf der dem Wafer abge wandten Seite der 
Folie 8 aufgebracht ist, urn wirkungsvoll einen Unterdruck 
erzeugen zu konnen. 

[0021] Sobald der Wafer 1 haftend auf der Folie 8 aufliegt 
wird die Abdichifolie 9 wieder entfernt. 

55 [00221 Der Wafer liegt nunmehr so auf der Folie 8 auf, daB 
die empfindliche Oberflache 4 von der Sagefolie 8 abge- 
wandt ist. Es wird nunmehr der Wafer entlang der Sageli- 
nien 2 und 3 gesagt und somit in einzelne Chips 6 zerteilt. 
[0023] Nunmehr wird der Sagerahmen 7 zusammen mil 

60 der Sagefolie 8 und dem drauf befindlich Chip 5 so einge- 
ordnet, daB oberhalb des Sagerahmens 7 auf der Seite, auf 
der die vereinzelten Chips 5 auf der Sagefolie 8 aufliegen 
ein Transportband 12 angeordnet ist. Dieses Transportband 
12 hesteht aus eineni Material 13, das hintereinander liegend 

65 durch Offnungen 17 durchbrochen ist. Nunmehr wird eine 
Offnung 17 Uber einem Chip 5 auf dem Sagerahmen 7 posi- 
tionierl. Ein SloBel 11, der eine Vakuumbohrung 12 auf- 
weisl. wird von der den Chips 5 abgewandten Seile der Sa- 
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gefolie 8 durch die Offnung 10 durchgeluhrl, driickt den 
Chip 5 nach oben. bis dicser in der daruberliegenden OlT- 
nung 17 sich belindel. In dicscm Zu stand wird cine zwcitei- 
lige Haltcfolie 14 von einem Rakel 15 in der Ansichl gemaB 
Fig. 3 vor und hinier dem VakuunistoBel 11 vorbeigescho- 
ben und niitiels einer Andruckrolle 16 gegen das Maierial 13 
des Transporlbandes 12 gedruckl. Dabei bleibl der Chip 5 
unberiihrl, da die Rolle 16 nur auf deni Maierial 13 auf- 
driickt. das die OlTnung 17 umgibi. 1st die Transportfolic 14 
des TransporLrahmcns 13 sowcit, daB die Offnung 17 abgc- 
deckl ist, wird der SloBel 11 entgegen der dargestellten 
Pfeilrichtung wieder abgesenkl, so daB der Chip 5 auf der 
Folic 14 des Transport bandes 13 z.um aufliegen kommt. Um 
ein testes Aulliegen zu gewahrleislen wird uber die Vaku- 
umoffnung 12 der Chip 5 angesaugt und kann somit beim 
Anziehen des StoBels 11 fest auf der Folic 14 aufgedruckl 
wcrden. Liegt der Chip 5 ausreiehend fest auf der Folic 14 
auf, wird der Unlerdruck der Vakuumoffnung 12 ini SloBel 
11 ausgeglichen und der SloBel 11 kann leichl von dem Chip 
5 abgenommen werden. Nachfolgend wird die nachste Off- 20 
nung 17 uber den nachsten Chip 5 ausgerechnet und der zu- 
vor beschricbene Vorgang wird wicdcrholt. Dies wird Reihc 
fur Reihe vorgenommen, bis alle Chips 5 des Wafers 1 ini 
Transportband 13 aufgenommen sind. 

[0024] In Fig. 4 isl das Transportband 13 schematise!! in 25 
der Draufsicht dargeslellt. Das Material 13 umgibt OfFnun- 
gen, die von der Unierseile gemaB der Darstellung teilweise 
von den zweileiligen Transportfolie 14 abgedeekl sind. Tn 
einem Zentralbereich ist der Chip 5, der hier mil seiner 
Oberflaehe 4 zu sehen ist, angeordnet. Um das Transport- 30 
band 13 ebenfalls ausreiehend genau uber einem Chip 5 im 
Sagerahmen zu position ieren, weistdas Transportband Posi- 
tionier- bzw. Transportoffnungen 18 auf. Mil diesen kann 
das Transportband 13 ausreiehend genau positionicrt wcr- 
den. In Fig. 4 ist das Transportband naltirlich nur in einem 35 
A usschnitt dargeslellt, wahrend es im Normalfall aus einem 
sehr langen Band besteht, das beispielsweise aufgerollt wer- 
den kann. Fig. 5 zeigt das Transportband 13 nochmais im 
Querschnitt, so daB zu sehen ist, wie der Chip auf der zwei- 
leiligen Transportfolie 14 in der Off nung 17 angeordnet ist, 40 
wobei die emptindiiche Oberflaehe 4 des Chips 5 nichl auf 
der Transportfolie 14 aufliegt. 

[00251 Fur die weitere Verarbeitung kann nunmehr das 
Transportband 13 gedreht werden, so daB die Chips 5 mil Hi- 
rer empfindlichen Oberflaehe 4 nach unten ausgerichtet 45 
sind, so daB der Chip 5 an der Transportfolic 14 hangt. Dies 
ist in Fig. 6 im Langsschnitt durch das Transportband 13 
und in Fig. 6b im Querschnitt dargeslellt. Ein SloBel 18 wird 
nun mehr von oben auf den Chip aufgesetzt. Dies kann des- 
halb erfolgen, weil die Transportfolie 14, wie insbesondere 50 
aus Fig. 6 b zu sehen ist, zweiteilig ausgerlihrt ist und einen 
Spall im zenlralen Bereich des Chips 5 frei laBl. Dieser Slo- 
Bel 18 ist vorzugsweise ebenfalls mil einer Vakuumbohrung 
versehen, so daB der Chip durch den SloBel 18 hindurch an- 
saugbar isl. Hal der SloBel 18 den Chip 5 ausreiehend fest 55 
angesaugt, kann die Transportfolie 14 beidseits des StoBels 
abgezogen werden, so daB die OtTnung 17 so frei isl, daB 
mittels des StoBels 18 der Chip 5 aus der Offnung 17 des 
Transporlbandes 13 herausnehmbar ist. Dies isl hintereinan- 
derfolgend in den Fig. 7a, 7b, 8a und 8b jeweils in Langs- 60 
schnitt bzw. Querschnitt durch das Transportband 13 darge- 
slellt. Auf diese Art und Weise ist der Chip 5 mit seiner emp- 
findlichen Oberflaehe 4 abnehmbar und gut handelbar, ohne 
dabei die empfindliche Oberflaehe 4 beruhren zu konnen. 
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Bezugszeichenliste 

1 Wafer 
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2 Sagelinie (vertikal) 

3 Sagelinie (horizontal) 

4 empfindliche Oberflaehe 

5 Chip 
5 6Substrat 

7 Sagerahmen 

8 Sagefolie 

9 Abdecklblie 

10 Sagefolicnoffnung 
io 11 crstcr TransportsioBcl 

12 Ansaugoffnung 

13 Transporlband-Grundkorpcr 

14 Transportband- Halle folic 

15 Haliefolienschlilien 
15 16 Andruckrolle 

Transportoffnung 
zweiter Transports toBel 

PalenlansprLichc 

1. Verfahren zum Vereinzeln von TIalbleiterchips von 
einem Wafer und zum Ilandhaben der vercinzclten 
Halbleiterchips mil den Schrillen: 

- Aufbringen des Wafers (6) auf einer Sagefolie 
(8) 

- Sagen des Wafers (6) enilang von Sageiinien (2, 
3), 

- Hcrauslosen des Ualblciier-Chips mil einem er- 
sten Transport sioBel (111. der durch die Sagefolie 
(8) gegen den TIalbleiierchip (5i gefuhrt wird und 
der den Halbleiierchip i5) hah. 

- Absetzen des TIalhlciicrchips (5) auf desscn 
Seile, an der ihn der Transport MoUel (11) halt, in 
cin Transporiband (13. 14). 

2. Verfahren nach An sprue h 1 . bei dem der Halbleiler- 
Chip (5) im Transporiband ( 13. 14) auf einer Ilaltefolic 
(14) abgesetzi wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2. bei dem das Absetzen 
auf der Haltefolie (14) derari criolgi. daB der Halblei- 
ierchip (5) von i ersien TransporisioBel (II) in einer 
Offnung (17) des Transport sbandes (13. 14) eingcluhrl 
wird, danach cine zwciieiligc Ilaltefolic (14) ini Be- 
reich der OlTnung (17) haliend gegen die Unterseiie 
des Transportbainles gedruckl wird. von der der ITalb- 
leiterchip (5) in die Offnung (17) gedruckl wurde und 
danach der Halbleiierchip (5) haficml auf der Haltefo- 
lie (14) in der Offnung ( 17) uulgcscl/i wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2. bei dem ein zweiter 
TransportsioBcl (18) an den im Trjnsportband (13, 14) 
gehaltenen Halbleiierchip (5) geftihn wird, die Halie- 
kraft vom Transporiband aul den /weiten SloBel uher- 
geht, wobei der Halbleiierchip (5) :in der selhen Seile 
gehalten wird wic vom Trans port hand und der Halblei- 
ierchip (5) mil dem zweiien TrunsponsioBel (18) dem 
Transporiband (13, 14) ciitiioiiinicM wird. 

5. Verfahren naeh Anspruch 4. bei dem der Halbleiier- 
chip nach dem lininehmcn aus dem Transportband (13, 
14) auf der Seile abgelegi wird. die tier Scite gegen- 
uber liegt, mit der der Halbleiierchip (5) vom z weiten 
Transports! bBel (18) gehalicn wird. 

6. Verfahren naeh Anspruch 5, bei dem der Ubergang 
der Haltekraft dcrart erfolgi, daB der zweite Transport - 
sioBel (18) den Halbleiierchip ansaugl und die Haltefo- 
lie (14) im Bereich des Halbleilerchips (5) von dem 
Transportband enifeml wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6. bei 
dem der zweile Transports! oBel (18) mil dem ersten 
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Transport sioltel (11) ubereinstimmt. 
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DE19921230 

© EPODOC / EPO 

PN - DE1 9921230 A 20001109 

ab - The invention relates to a method for handling thinned chips for introducing them into chip cards. 

According to the inventive method, first a wafer is bonded with its front face onto a carrier substrate by 
means of an adhesive layer. Then the wafer is thinned from its back and is subdivided into single chips 
by sawing into the wafer from the back up to the adhesive layer. The adhesive layer is dissolved and the 
individual chips are removed from the carrier substrate by means of a suction head and are deposited in 
a special storage container until further treatment Alternatively, the chips sawed out from the wafer are 
provided on their backs with a continuous support film by means of a second adhesive layer and the 
first adhesive layer is dissolved by means of a method that does not attack the second adhesive layer 
The chips that are linked via the support film can be jointly removed from the carrier substrate and can 
be removed form the support film one by one once the second adhesive layer is removed. The wafer can 
alternatively be provided with a continuous support film by means of a second adhesive layer before it is 
sawed from the back. In this case, too, the first adhesive layer is dissolved while the second adhesive 
layer is conserved and the individual chips that are reinforced by the support film are removed from the 
carrier substrate. 

EC - H01L21/68T ; H01L21/78 ; H01L21/58 ; H01L23/498K 

PA - GIESECKE & DEVRIENT GMBH (DE) 

IN - TEHRANI YAHYA HAGHIRI (DE); GRASL THOMAS (DE) 

CT - DE1 9732644 C1 []; DE1 95041 94 C1 []; DE1 9502398 A1 [ ]; 
DE3901402A1 []; US5559043 A []; US5055913 A [ ]; 
US47221 30 A [ ]; EP0858050 A2 [ ]; W09839732 A2 [ ]; 
W09727564 A1 [ ] 

AP - DE19991021230 19990507 

PR - DE1 9991 021 230 19990507 

DT - * 

© WPI / DERWENT 

AN - 2001-301181 [32] 

Ti - Handling reduced chips for insertion into chip cards involves reducing wafer on substrate by sawing, 
dissolving adhesive layer, removing individual chips from substrate for storage, processing 

AB - DE19921230 NOVELTY - The method involves sticking a wafer with its front onto a carrier substrate with 
an adhesive layer, reducing the wafer from the rear, dividing the wafer into individual chips (10) by 
sawing from the rear up to or into the adhesive layer or into the substrate, dissolving the adhesive layer 
and removing the individual chips from the substrate for depositing in a special container and/or for 
further processing. 

- DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a chip card containing at least 
one thin chip. 

- USE - For handling reduced chips for insertion into chip cards. 

- ADVANTAGE - Enables individual chips to be handled and inserted into chip cards. 

- DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a schematic representation of a chip card with a 
chip module 

- Chip 10 

- Chip card 20 

- (Dwg.5/13) 

IW - HANDLE REDUCE CHIP INSERT CHIP CARD REDUCE WAFER SUBSTRATE SAW DISSOLVE 

ADHESIVE LAYER REMOVE INDIVIDUAL CHIP SUBSTRATE STORAGE PROCESS 
PN - JP2002544669T T 20021 224 DW20031 3 H01 L21 /301 029pp 

- DE19921230A1 20001109 DW200132 H01L21/78 011pp 

- AU200045612 A 20001121 DW200132 H01L21/78 OOOpp 

- WO0068990 A1 20001116 DW200132 H01L21/78 Ger OOOpp 

- EP1 183726 A1 20020306 DW200224 H01L21/78 Ger OOOpp 

- CN1350701 A 20020522 DW200258 H01L21A78 OOOpp 
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Die folgenden Angaben Bind den vom Anrnelder eingeraschten Untertagen sntnommen 

<§) Verfahren zum Handhaben von gedunnten Chips zum Einbringen in Chipkarten 

® Es werden Verfahren zum Handhaben von gedunnten 
Chips zum Einbringen in Chipkarten beschrieben. Hierbei 
wird jeweils zunachst ein Wafer mit seiner Vorderseite 
mittels einer Kleberschicht auf einem Tragersubstrat auf- 
geklebt. Dann wird der Wafer von der Ruckseite aus ge- 
dunnt und durch Einsagen von der Ruckseite her bis zur 
Kleberschicht in einzelne Chips aufgeteilt. AnschlieBend 
wird die Kleberschicht aufgelost und die einzelnen Chips 
werden vom Tragersubstrat mit einem Saufkopf abgeho- 
ben und in einem speziellen Ablagebehalter zur weiteren 
Verarbeitung abgelegt. Alternativ werden die aus dem 
Wafer gesagten Chips auf der Ruckseite mit einem 
durchggehenden Tragerfilm mittels einer zweiten Kleber- 
schicht beklebt und dann wird die erste Kleberschicht mit 
einem Verfahren aufgelost, welches die zweite Kleber- 
schicht nicht angreift. Die uber den Tragerfilm zusam- 
menhangenden Chips konnen so vom Tragersubstrat ge- 
meinsam abgehoben werden und, nach dem Auflosen 
der zweiten Kleberschicht, einzeln vom Tragerfilm ent- 
nommen werden. Der Wafer kann alternativ auch vor dem 
Sagen auf der Ruckseite mit einem durchgehenden Tra- 
gerfilm mirtels einer zweiten Kleberschicht beklebt wer- 
den. Auch in diesem Fall wird die erste Kleberschicht un- 
ter Erhalt der zweiten Kleberschicht aufgelost und es wer- 
den dann die einzelnen durch den Tragerfilm verstarkten 
Chips vom Tragersubstrat abgehoben. 
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Bcschrcibung 

Die voriiegendc Ertindung bclrittt ein Verfahren zum 
Handhaben von gcdiinnicn Chips zum Einbringen in Chip- 
kartcn. 

Gediinnte Chips wcrden seit ciniger Zeit bereits zur Her- 
slcilung von vertikal inlegrierlen Schallungsslrukluren 
(VIC) verwendet. 

In der DE 44 33 846 Al wird hierzu beschrieben, wie bei 
dcr Hcrstcllung cincs solchcn VIC zunachst cin Wafer, hicr 
ein sogenanntes Topsubstrat, mil seiner Vorderseite, d. h. 
mil der aktiven bzw. funkrionalen IC-Flache, an der sich die 
Bauelementelagen befinden, mittels einer Klcbeschicht auf 
ein sogenanntes Handlingsubstrat aufgeklebt und dann von 
der Ruckseile her gedunnt wird. Dieses Dunnen ertblgt z. B. 
durch naBchemisches Atzen oder durch mechanisches oder 
chemomechanisches Schleifen. Ein solches Topsubstrat 
wird dann mil einer Haftschicht versehen, genau justieri auf 
ein sogenannles BollonisubslraL aufgesetzL und mil diesem 
verbunden. AnschlieBend wird das Handlingsubstral wieder 
entfernt. 

Aus dcr EP 0 531 723 B is! cin ahnlichcs Vcrfahrcn bc- 
kannt, bei dem ein erstes Schaitungsbauelement mil seiner 
aktiven Flache auf einem Trager befestigt und dann von der 
Riickseile her gedunnl wird. AnschlieBend wird ein weiteres 
Schaitungsbauelement auf die Ruckseite des gedunnten 
Chips aufgesetzt und mil diesem mittels Kontaktstellen, die 
zuvor auf der Ruckseile des gedunnten Chips erzeugt wur- 
den, verbunden. Dann wird das aufgesetzte Schaitungsbau- 
element ebenfalls von der RUckseite her gedunnt, mil Kon- 
taktstellen versehen und ein weiteres Schaitungsbauelement 
aufgesetzt. Dieser Schritt wird mehrfach wiederholt, bis 
schlieClich die gewiinschte Mehrelementepackung von 
ubcrcinandcrlicgcndcn Bauclcmcnten aufgebaut ist. 

Alle diese Verfahren beschreiben nur die Handhabung der 
Chips in einem Verfahrensstadium, in der sie entweder noch 
nichl gedunnt oder bereits zu einer stabilen Packung aufge- 
baut sind. Verfahren, mit denen einzelne gediinnte Chips ge- 
handhabl werden konnen, um sie in Chipkarten einzubauen, 
werden nichl angegeben. Tnsbesondere ist dies auch mil den 
bisher in der Chipkartenfertigung verwendeten Verfahren 
und Werkzeugen nichl moglich. Die Verwendung gediinnier 
Chips ist aber aufgrund ihrer besonderen Flexibilitat gerade 
in den durch Biegung und Torsion haufig hochbeanspruch- 
ten Chipkarten wiinschenswert. 

Dcr Erfindung licgt dahcr die Aufgabc zugrundc, cin Ver- 
fahren anzugeben, mit dem gediinnte Chips auch einzeln ge- 
handhabt und in Chipkarten eingebracht werden konnen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB den An- 
spriichen 1, 2 oder 3 gelost. 

Ausgangspunkt isl jeweils, daB zunachst ein Water mit 
seiner Vorderseite, an der sich die Bauelemente befinden, 
mittels einer Kleberschicht auf einem Tragersubstrat aufge- 
klebt wird. Dieser Wafer wird dann von der Ruckseite her 
gedunnt. Nach dem Dunnen wird der. Wafer in einzelne 
Chips aufgeteilt, indent von der Ruckseite aus in den Wafer 
hineingesagt wird. Das Ilineinsagen kann bis zur oder bis in 
die Kleberschicht oder sogar bis in das Tragersubstrat hinein 
erfoigen. 

Um die Chips nun von dem Tragersubstrat abzuheben und 
zu vereinzeln bestehen erfindungsgemaB verschiedene 

Moglichkeiten. 

GemaB Anspruch 1 wird die Kleberschichl aufgelost und 
die einzelnen Chips mil einem Saugkopf vom Tragersubstrat 
abgehoben. Sie werden dann vorzugsweise in einem speziel- 
len Ablagebehalter zur weiteren Verarbeitung abgelegt. Die 
Chips liegen bei dieser Methode mil ihrer Ruckseile nach 
oben in den Spezialbehaltern. Alternativ konnen die Chips 
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selbsl verslandlich auch sofort weiterverarbcitet, heispiels- 
weise sofort auf eine Chipkarle oder Chipkarten folic aufge- 
selzl werden. 

Anspruch 2 siehl erfindungsgemaB einen weiteren Ver- 
5 fahrensschritt vor, bei dem nach dem Sagen die noch auf 
dem Tragersubstrat befindlichen einzelnen Chips auf der 
Ruckseite mil einem durchgehenden TYagerfilm mitlels ei- 
ner zwciten Kleberschicht beklebt werden. AnschlieBend 
wird die ersle Kleberschicht mit einer Methode aufgelosu 
to bei dcr die zweite Kleberschicht crhaltcn blcibt. Die Chips 
konnen dann uber den Tragerfilm zusammenhangend, ge- 
meinsam vom Tragersubstrat abgehoben werden. 

AnschlieBend isl dann einc Entnahme der einzelnen 
Chips vom Tragerfilm moglich, indem die zweite Kleber- 
15 schichl aufgelost wird. Auch hier kann die Entnahme mit 
Hilfe eines Saugkopfes oder dergleichen erfoigen. Bei die- 
sem Verfahren liegt dann die aktive Vbrderseite des Chips 
oben. 

Nach Anspruch 3 isl erfindungsgemaB vorgesehen, diesen 

20 Tragerfilm direkt nach dem Dunnen des Wafers aufzukle- 
ben, und dann erst den Wafer in einzelne Chips zu zersagen. 
Dcr Film vcrblcibt bcirn Einbau in die Chipkarle auf dem 
einzelnen Chip; der Chip wird somit durch den Tragerfilm 
verstarkt und isl auch mit den herkommlichen Verfahren 

25 und Werkzeugen handhabbar. Durch die Verwendung geeig- 
neier, z. B. zahelastischer Materialien fur die Tragerfolie, 
kann diese bei ausreichender Stabilitat des Chip-Folien-Ver- 
bunds relaliv diinn gehalten werden. 

Selbsiverstandlich konnen auch bei den beiden letztge- 

30 nannten Verfahren die Chips im Laufe der weiieren Verar- 
beitung in einem Ablagebehalier zwischcngelageri werden. 

Zum Losen der erslen Kleberschichl bei gleichzeitigem 
Erhalt der zweilen Kleberschichl gib I. es verschiedene Mog- 
lichkeiten, die jewcils von den Eigcnschaftcn dcr verwendc- 

35 ten Klebersorten abhangen. Bevorzugte Methoden sind in 
den Unteranspriichen beschrieben. 

Alternativ ist es prinzipiell auch moglich, daB gemeinsam 
mit der Kleberschicht zwischen Wafer und Tragersubstrat, 
oder auch anslelle dieser Kleberschicht, das Tragersu bstral 

40 selbsl aufgelost wird. Es verstehl sich von selbsl, daB hier/u 
bei den Verfahren gemaB Anspruch 2 oder 3 eine Melhode 
gewahlt wird, bei der die zweite Kleberschichl nichl ange- 
griffen wird. 

Die mit den erfindungsgemaBen Verfahren sicher und ein- 

45 fach handhabbaren dunneren Chips sind flexibler und beno- 
tigen weniger Raum als die herkommlichen Chips. Damit 
sind neue Moglichkeiten eroffnet, die C'hips in den Chipkar- 
ten unterzubringen. 

Hier ist zunachst zu unterscheiden zwischen den Verfah- 

50 ren, bei denen die Chips mil ihrer Vorderseite auf eine z. B. 
bereits mil Leiterbahnen versehene Chipkartenfolie oder die 
Chipkarle aufgesetzt werden (Flip- Chip Technologie), und 
den Verfahren, bei denen die Chips mit ihrer Ruckseite auf 
die Chipkartenfolie oder die Chipkarle aufgesetzt und dann 

55 an den Chip die Leiterbahnen angeschlossen werden. Wel- 
che Methode giinstiger ist, hangt unter anderem davon ab, 
welches der vorgenannten Verfahren zur Abnahme der ge- 
dunnten Chips vom Tragersubstraf verwendet wird, d. h. in 
welche Richtung die Chips bereits orientiert sind. 

60 Bei den Verfahren, bei denen die Chips von der Ruckseite 
aus gehandhabt werden mussen, ist es vorteilhaft, wenn auf 
der Ruckseite der Chips bzw. auf dem Tragerfilm Positions- 
marken aufgebracht werden. Anhand dieser Markierungen 
isl eine exakte Ausrichlung des Chips auf der Chipkarle 

65 moglich. Als Posittonsmarkierung bietel es sich an, die 
Schaltungsstruktur des Chips abzubilden. 

Eine Einbaumoglichkeil bestehl darin, daB der Chip auf 
eine Chipkartenfolie aufgebrachl wird, die auf der dem Chip 
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gegeniiberliegenden Ruckseitc mit Kontaktflachen versehen 
ist, wclche wiederum mil dem Chip Liber Leiterbahnen 
durch die Folic hindurch verbundenen sind. Dieses so aufge- 
bauLe Chipmodul laBl sich dann mil den Kontaktflachen 
nach auBen in eine Kavitai einer Chipkarte einbringen. wie 
das auch bei den bishcrigen konventiohellen Aufbauten der 
Chipkarten der Fall ist. 

Eine Alternative besteht darin, die Chips beim Zusam- 
menlaminicren zweier Chipkarten folien zwischen die Fo- 
licn cinzubringen. 

Bei einem besonders bevorzugten Einbauverfahren wird 
der Chip jeweils einfach auf die Oberfiache einer Chipkarte 
aufgebracht. Vorzugsweise wird der Chip dabei mit seiner 
Vorderseite nach auBen weisend aufgesetzt und anschlie- 
Bend wird die Chipkarte gemeinsam mit dem Chip mit Lei- 
terbahncn versehen. 

Die Leiterbahnen konnen hierbei mit einem Prage- oder 
Druckverfahren, vorzugsweise mil einem Siebdruck verfah- 
ren, aufgebracht werden. Aufgrund der geringen AusmaBe 
des gediinnten Chips tragi dieser an der Oberfiache der 
Chipkarte kaum auf. Es ist selbsiverstandlich aber auch 
moglich, den Chip in einer flachen Kavitai in die Oberfiache 
der Chipkarte einzubringen. Vorteilhafterweise werden die 
offen an der Oberfiache befindlichen Chips mit einem 
Schutzlack uberzogen. 

Derartige Chipkarten mil einem auBenliegenden gediinn- 
ten Chip sind im Gegensatz zu den konventionellen Chip- 
karten, bei denen ein herkommlicher Chip in einem Chip- 
modul in einer speziellen Kaviiat untergebracht ist, mit er- 
heblich weniger Verfahrensschritten zu fertigen. 

Bei alien Einbauverfahren ist es sowohl moglich, auf der 
Chipkarte auBenliegende Kontaktflachen anzubringen, als 
auch Spulen oder ahnliche Bauteile einzudrucken, so daB 
cine kontakdosc Datcniibcrmiulung von und zur Chipkarte 
moglich ist. Ebenso ist eine Kombinationslosung dieser bei- 
den Schnittstellen moglich (Dual Interface). 

Die erfindungsgemaBen Verfahren werden nachfolgend 
anhand von Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
die beigefuglen Zeichnungen detaiilierter beschrieben. Es 
zeigen schematisch: 

Fig. 1 einen Wafer, der an seiner aktiven Flache mi it els 
einer Kleberschicht mit einem Tragersubstrat verbunden ist, 

Fig* 2a einen Wafer gemaB Fig, 1 nach dem Dunnen und 
Aufteilen in einzelne Chips, 

Fig. 2b zwei Chips des Wafers gemaB Fig. 2a in einem 
Spczialbchaltcr, 

Fig. 3a einen gediinnten und gesagten Wafer mit Trager- 
film, 

Fig. 3b einzelne uber den Tragerfilm zusammenhangen- 
den Chips, 

Fig. 4a einen gemaB Fig. 1 auf einem Tragersubstrat be- 
festigten und gedunnler Wafer vor dem Zerteilen in einzelne 
Chips, 

Fig. 4b einen gemaB Fig. 4a hergestellten Chip auf einer 
Chipkarte, 

Fig. 5 eine Chipkarte mit einem Chipmodul, 

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines gediinnten 
Chips mit Positionsmarkierungen, 

Fig. 7 9 Varianten einer Chipkarte mil an der Oberfiache 
aufgebrachten gediinnten Chip und nachtraglicher Aufbrin- 
gung der AnschluBflachen, 

Fig. 10/11 Herstellung einer Chipkarte durch Zusammen- 
laminieren zweier Kart en folien, 

Fig. 12/13 Varianten einer Chipkarte mil an der Oberfia- 
che auf bereits vorhandene AnschluBflachen aufgebrachten 
gediinnten Chip. 

Bei der Durehfuhrung des Verfahrens wird zunachsl ein 
Wafer 1 mil seiner Vorderseite, welche die Bauelemente 2 



aufweist, auf ein Tragersubstrat 4 aufgekiebl. Als Triiger- 
subslrat kann z. B. ein anderer Wafer, eine Metall folic oder 
iiiagnetisierbare Folic oder cine sonslige, in der Chipkarten- 
herslellung ubiiche Folic wie PVC, ABS, PC' oder ahnliches 
5 dienen. 

Hicrzu wird entweder auf dem Wafer 1 oder auf dem Tra- 
gersubstrat 4 eine Kleberschichl 3 aufgelragen und anschlie- 
Bend werden die beiden Teile zusammengefugt. 

Der Wafer enthall in ublicher Weise mehrere nebeneinan- 
io der angcordnctc Schaltkrcisc, die jeweils cincn Standard - 
Chipkartenchip oder auch einen Speicherchip bilden kon- 
nen. 

Der auf dem Tragersubstral 4 befesligle Wafer 1 wird 
dann von der Ruckseile bis zu einer vorgegebenen Starke, 

15 wie in Fig. 1 durch die gestrichelle Linie 9 dargestelll, ge- 
diinnt. Das Dunnen kann mit den herkbmmlichen Verfahren, 
beispiels weise durch Atzen oder mechanisches Schleifen, 
erfolgen. Auf diese Weise ist es moglich, den Wafer 1 bzw. 
die daraus geferligten Chips 10 auf eine Starke von unler 

20 100 um, vorzugsweise ca. 20 uin, zu dunnen. 

(JemaB dem in den Fig. 2a und 2b dargestcllten Verfahren 
werden dann in den Wafer 1 von der Riickscitc aus bis zur 
Kleberschicht 3 Sageschni tie 7 cingefugi, und somit der Wa- 
fer 1 in einzelne Chips 10 unicrlcilt. Es wird anschlieBend 

25 die Kleberschicht 3 aufgelosl bzw. angelost, wobei die 
Chips 10 mit einem Saugkopf 30 vom Triigcrsubstrat 4 ab- 
gehoben und in Spezialbehaltcrn 40 abgelegl werden, wo sie 
zur weileren Verarbeitung zur Verfiigung slchen. Der Saug- 
kopf 30 fiir die Entnahmc der Dunnchips 10 isi relativ flach 

30 und weist an der Saugobcr flache mehrere kleine Locher 31 
auf, die uber eine Leiiung je nach Bcdarf mil Saug- bzw. 
Druckluft zum Ansaugcn oder Abtcgcn der Chips 10 beauf- 
schlagl werden konnen. Die Chips 10 konnen den Spezial- 
behaltcrn 40 in gleichcr Weise cnlnommcn und mit cincnt 

35 Roboter bei der Kartenfertigung pla/.iert werden. 

Das Losen der Kleberschichl 3 des Tragersubstrat s 4 kann 
durch Warmeeinwirkung erfolgen. Ilier/u wird z. B. ein bc- 
heizbarer Saugkopf 30 oder eine separate Wannestrahlungs- 
quelle 34, wie in Fig. 4a, verwendel. 

40 Die Fig. 3a und 3b zeigen ein ahernaiives Verfahren, bei 
dem letztendlich die akiive Oherflachc mil den Bauelemen- 
ten 2 der Chips 10 oben licgi. Ilier/u wird auf den gediinn- 
ten und gesagten Wafer 1 mi dels einer /.we it en Kleber- 
schicht 6 ein Tragei hhu 5 aulge/.ogen. Selbstverslandlich 

45 kann es sich bei diescm Tragerliliu 5 auch um cine selbslklc- 
bende Folic handcln, die bcrcils mil einer Kleberschicht ver- 
sehen ist. 

Nach Aufbringen dieses Triigerli litis 5 auf die Ruckseile 
des Wafers 1 wird die ersie Kleberschichl 3 mil einem Ver- 
50 fahren gelost, welches die zweile Kleberschicht 6 nichi an- 
greift. 

Hier7.u giht es verschiedene Moglichkeilen. Hci einem er- 
sten bevorzugten Verfahren bcslehl die ersle Kleberschicht 3 
aus einem Kleber, der unier liinwirkung von Lichi eines be- 

55 stimmten Langenwellenbercichs. beispiclsweise UV-LichL, 
zersetzt wird, wobei die zweile Kleberschichl 6 bei dieser 
Bestrahlung gerade aushartet. Bei einem zweiten Verfahren 
besteht die erste Kleberschichl 3 aus eine in Kleber, der sich 
unter Warmeeinwirkung zersetzt, wobei die zweite Kleber- 

60 schicht 6 gerade unler der Warmeeinwirkung aushartet. Al- 
temativ ist es moglich, daB die erste Kleberschicht 3 aus ei- 
nem wasserloslichen Kleber besteht, wahrend die zweite 
Kleberschicht 6 nicht wasserloslich isl, oder die zweite Kle- 
berschicht 6 ist loserriillelresistent und die erste Kleber- 

65 schicht 3 lost sich bei dem entsprechenden Loseniittel auf. 
Weiterhin ist es moglich, daB die erste Kleberschichl 3 aus 
einem Kleber besteht, der unter einem Sauerstoffplasma 
oder in einer besiimmten Gasumgebuiig, z. B. Ozon, zer- 
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setzt wird, wobei die zweite Kleberschicht 6 gegeniiber die- 
sen Bedingungen resislcnt isl. 

Eine andcrc Moglichkeit besteht darin, ein Verfahren zu 
verwenden. mil der gemcinsani milder Kleberschicht 3 oder 
auch anslclle der Kleberschicht 3 das Tragersubstrat 4 selbsl 
aufgelost wird. Das Tragersubstrai 4 kann hierzu aus Styro- 
por oder einein anderen Material beslehen, welches sich in 
einem Plasma oder unter Atzgaseinwirkung oder unter er- 
hohtcr Temperatur zersetzt. Oder es wird ein Tragersubstrat 
4 aus Karton oder cincm ahnlichcn Material vcrwcndcl, wel- 
ches wasserloslich ist. 

Nach dem Auflosen dieser ersten Kleberschicht 3 bzw. 
des Tragersubstrats 4, laBt sich dann der gesamte uber den 
Tragerfilin 5 zusammenhangende Verband von Chips 10 ge- 
meinsam abnehmen, wobei die aktive Flache der Chips 10 
nach auBen weist. Die einzelnen Chips 10 kbnnen dann vom 
Tragerfilm 5 entnommen werden, indem die zweite Kleber- 
schichi 6 gelost wird. 

Die Fig. 4a und 4b zeigen eine drilLe Verfalirensmoglich- 
keiu bei der zuerst ein Tragerfilin 5 aus einem vorzugsweise 
zahelasuschen Material, wie Polycarbonat, Polyamid, Kup- 
fcr. Aluminium, Stahl o. a., auf die Ruckseite des Wafers 1 
mittels einer Kleberschicht 6 aufgeklebt wird. Danach er- 
folgt erst die Unlerteilung des Wafers 1 in die einzelnen 
Chips 10 durch Einfugen der Sageschnitte 7. SchlieBlich 
werden wieder die einzelnen Chips 10 durch Auflosen der 
ersten Kleberschicht 3 oder des Tragersubstrats 4 entnom- 
men, wobei auch hierzu ein Verfahren angewendet wird, 
welches die Klebeverbindung zum Tragerfilm 5 nicht an- 
greift. Die hierbei verwendeten Methoden entsprechen den 
obengenannten Verfahren. In Fig. 4a isl schematisch darge- 
stellt, wie ein einzelner Chip 10 mit einem Saugkopf 30 vom 
Tragersubstrat 4 entnommen wird, wobei die Auflosung der 
Kleberschicht 3 durch cincn Warmcstrahlcr 34 crfolgt, wo- 
bei gleichzeitig die zweite Kleberschicht 6 aushartet. Bei 
diesem Verfahren verbleibt der Tragerfilm 5 auf der Riick- 
seite des einzelnen Dunnchip 10. 

Die Fig. 5 bis 10 zeigen verschiedene Varianten, wie die 
gediinnten Chips 10 in der bzw. auf der Chipkarte 20 unter- 
gehracht werden konnen. 

Je nach Wahl der Herstellungsmethode nach den Fig. 2. 3 
oder 4 ist es sinnvoll, die Chips 10 mit ihrer Vorderseite oder 
mit ihrer Rtickseite auf eine Chipkarte 20 oder eine Chipkar- 
tenfolie 21 aufzusetzen. Wird der Chip 10 mit seiner Vorder- 
seite auf die Chipkarte 20 bzw. ChipkartenfoBe 21 aufge- 
setzt, so ist cs zwcckmaBig, auf die Kartc 20 bzw. Folic 21 
zuerst die Leiterbahnen 11 zur Kontaktierung des Chips 10 
anzubringen und dann den Chip 10 darauf zu positionieren. 
Hierzu weist der Chip 10 auf seiner Ruckseite, wie in Fig. 6 
dargestellt, Positionsmarkierungen 8 auf, die beispielsweise 
auf den Chip 10 oder auf die Tragerfolie 5 aufgedruckt oder 
eingeatzl sind. 

Fig. 5 beschreibt ein Einbaubeispiel. welches ahnlich den 
bekannten Einbauverfahren konventioneller Chipmodule 
isL Hierbei wird der Chip 10 zunachst auf eine erste Chip- 
kartenfolie 21 aufgesetzt. Auf der gegenuberliegenden 
Ruckseite der Chipkartenfolie 21 berinden sich Kontaktfla- 
chen 23, die mit dem Chip 10 uber Leiterbahnen 11 durch 
die Chipkartenfolie 21 hindurch mittels Leitkleber verbun- 
den sind. Zwischen dem Chip 10 und der ersten Chipkarten- 
folie 21 kann sich eine Unterteilung 15 beftnden. Dieses so 
aufgebaute Chipmodul wird in eine entsprechende Kavitat 
24 der Chipkarte 20 eingesetzt und ringsum mit einem ge- 
eigneten Kleber 25 verklebt .. 

Die Fig. 10 und 11 zeigen verschiedene Laminierverfah- 
ren, bei denen der Chip 10 zwischen zwei Chipkanenfolien 
21 und 22 in der Chipkarte 20 angeordnel wird. Die Chip- 
kartenfolien 21, 22 haben typischerweise eine Starke von 
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100-300 pm. Bei dem Verfahren gemaB Fig. 10a wird der 
Chip 10 auf die eine Chipkartenfolie 21 aufgebrachl und die 
Leiterbahnen 11 be linden sich auf der anderen Chipkarten- 
folie 22. Der ('hip 10 ist hierbei mil seiner Ruckseite auf die 
5 Chipkartenfolie 21 aufgebrachl. AnschlieBend werden die 
beiden Chipkanenfolien passend ubereinander positioniert 
und zusaiiuiienlaminiert, so daB der Chip 10 durch die Lei- 
terbahnen 11 kontaktiert wird (Fig. 10b). 

Bei dem Verfahren gemaB Fig. 11a werden auf die eine 
io Chipkartenfolie 21 zunachst Leiterbahnen 11 aufgebrachl. 
Auf diese Leiterbahnen 11 wird dann der Chip 10 mil seiner 
Vorderseite nach unten aufgelegt, so daB gleichzeitig die 
Kontaktierung erfolgt. AnschlieBend wird die zweite Chip- 
kartenfolie 22 dariiber laminiert (Fig. lib). 
15 Die Leiterbahnen fiihren jeweils zu einer auBenliegenden 
Kontaktflache oder aber zu einem Interface-BauelemenU 
mil dem eine konlaktlose Datenubertragung mdglich ist, 
oder sie bilden selbst ein solches Bauelement. Urn beim La- 
minierverfahren den Chip 10 bis zum Abdecken mil der 
20 zweiten Chipkartenfolie 22 auf der ersten Chipkartenfolie 
21 zu halten, kann die Oberflache der ersten Chipkartenfolie 
21 durch cin Saucrstoff- oder Chlorplasma vorbchandclt 
werden, so daB der Chip 10 bis zur Abdeckung und zum La- 
minieren darauf gebondet haflet. Bei dem Verfahren gemaB 
25 den Fig. 11a und lib kann die Oberflache auch mit einer Si 1- 
berleitpaste bedruckt sein, welche gleichzeitig die Leiter- 
bahnen 11 bildet, so daB der Chip 10 bis zur Abdeckung und 
zum Laminieren auf der Chipkartenfolie 21 haftet und 
gleichzeitig elektrisch kontaktiert wird. 
30 Selbstverstandlich ist es auch mdglich auf dem gediinnten 
Chip 10 einen Kleber aufzubringen oder als Chipkartenfolie 
21 eine kleberbeschichtete Folie zu verwenden. Insbeson- 
dere bei der Herstellung der Chips 10 nach dem Verfahren, 
wie cs in den Fig. 3a und 3b dargestellt ist, ist cs moglich, 
35 den Chip 10 direkt vom Tragerfilm 5 durch Anlosen des 
Klebers abzuheben und mit diesem Kleber auf die Chipkar- 
tenfolie 21 aufzukleben, wo der Kleber dann wieder abbin- 
den kann. 

In den Fig. 7. 8 und 9 ist ein vollstandig neues Verfahren 
40 dargestellt , bei dem der gedunnte Chip einfach an der Ober- 
flache einer Chipkarte aufgesetzt und anschlieBend mil Lei- 
terbahnen 11 bedruckt wird, Der Chip 10 wird auBerdem mil 
einem Schutzlack 12 uberzogen. Zum Drucken der Leiter- 
bahnen 11 wird vorzugsweise ein Siebdruckverfahren ver- 
45 wendet. Es ist selbstverstandlich auch moglich, die Leiter- 
bahnen 11 in Form einer Mctallfolic aufzubringen. 

In den Fig. 12a bis 12c sind Ausfuhrungsformen darge- 
stellt, bei denen zunachst die Leiterbahnen auf die Oberfla- 
che aufgebracht und anschlieBend der Chip mil der Vorder- 
50 seite nach unten auf die AnschluBflachen 11 gesetzt wird. In 
Fig. 12b ist eine zusatzliche Lack und/oder Klebeschichi 13 
zwischen inlegrierlem Schaltkreis 10 und der Oberflache der 
Chipkarte 20 angeordnet. wahrend in Fig. 12c. Die Chip/ 
Leiterbahnanordnung 10,11 mit einem Heizstempel 14 in 
55 die Karlenoberflache eingedriickl wird. 

In den Fig. 8 und 9 benndet sich der Dunnchip 10 eben- 
falls direkt an der Oberflache der Chipkarte 20, hier jedoch 
in einer kleinen Kavitat 27. Diese Kavitat 27 ist entweder in 
die Chipkarte 20 eingepragt, gefrast oder beim Herstellen 
60 der Chipkarte 20 gleich mit angesprilzt worden (Fig. 8). 

Alternativ wird die Kavitat 27 durch eine entsprechende 
Bedruckung mit Schutzlack 26 oder durch Aufziehen einer 
Schulzfolie mit Fenster erzeugt (Fig. 9). 

Rntsprechende Anordnungen, bei denen zunachst die 
65 Kontaktflachen 11 in die Aussparungen der Oberflache der 
Chipkarte 20 angeordnet werden, auf die dann der Chip 10 
gesetzt wird, sind in den Fig. 13a bis 13c dargestellt. 

In dem in Fig. 13c dargestellten Ausfulirungsbeispiel 
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wird der Chip unter Warmeeinwirkung biindig in die Ober- 
flache der Chipkarte 20 eingepreBl. 

Bei einer Ausluhrung gemaB Kig. 7 (AnschluBttachen 11 
noch nicht vorhanden) kann die Folic mil dem biindig mil 
der Oberflache abschlieBenden Chip beispielsweise mil Si 1- 5 
berpaste bedruckt, beschichtei und eveniuell gleichzeitig 
konlaktierl werden. 

Bei all diesen letztgenannten Einbaubeispielen, mil einem 
offen an der Oberflache der Chipkarte befindlichen Chip, 
handcll cs sich uni cincn ncucn und besonders vortcilhaftcn 10 
Aufbau, der mit relativ wenigen Verfahrensschritlen, vergli- 
chen mil den herkdmm lichen Verfahren, herzuslellen ist. 

Patentanspruche 

15 

1. Verfahren zum Handhaben von gediinnten ('hips 
(10) zum Einbringen in Chipkarien (20) mil folgenden 
Verfahrensschritlen: 

- Aufkleben eines Wafers (1) mil seiner Vorder- 
seite auf ein Tragersubslrai (4) mittels einer Kle- 20 
berschichl (3), 

- Diinnen des Wafers (1) von der Riickscilc her, 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) 
durch Sagen des Wafers (1) von der Ruckseite aus 
bis zur oder bis in die Kleberschichl (3) oder bis in 25 
das Tragersubslrai (4) hinein, 

- Auflosen der Kleberschichl (3), 

- Abheben der einzelnen Chips (10) vom Trager- 
subslrai (4) mil einem Saugkopf (30) zur Ablage 

in einen speziellen Ablagebehaf ter (40) und/ oder 30 
zur weiieren Verarbeitung. 

2. Verfahren zum Handhaben von gediinnten Chips 
(10) zum Einbringen in Chipkarien (20) mil folgenden 
Verfahrensschritlen: 

- Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorder- 35 
seite auf ein Tragersubslrai (4) mittels einer Kle- 
berschicht (3), 

- Diinnen des Wafers (1) von der Ruckseite her, 

- Aufteilen des Waters (1) in einzelne Chips (10) 
durch Sagen des Wafers (I ) von der Riickseite aus 40 
bis zur oder bis in die Kleberschichl (3) oder bis in 
das Tragersubslrai (4) hinein, 

- Bekleben der aus dem Wafer (1) gesagten 
Chips (10) auf ihrer Ruckseite mil einem durchge- 
henden Tragerfiim (5) mittels einer zweiten Kle- 45 
bcrschicht (6), 

- Auflosen der ersten Kleberschichl (3) mit ei- 
nem Verfahren, welches die zweite Kleberschichl 
(6) nicht angreift, 

- Abheben der iiber den Tragerfiim (5) zusam- 50 
menhangenden Chips (10) vom Tragersubslrai (4) 
gemeinsam mil dem Tragerfiim (5), 

- Auflosen der zweiten Kleberschichl (6) und 
Abheben der einzelnen Chips (10) vom Trager- 
fiim (5). 55 

3. Verfahren zum Handhaben von gediinnten Chips 
(10) zum Einbringen in Chipkarien (20) mit folgenden 
Verfahrensschritten : 

Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorder- 
seite auf ein Tragersubslrai (4) mittels einer Kle- 60 
berschicht (3), 

- Diinnen des Wafers (1) von der Ruckseite her, 

- Bekleben des Wafers (1) auf der Ruckseite mit 
einem durchgehenden Tragerfiim (5) mittels einer 
zweiten Kleberschichl (6). 65 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) 
durch Sagen des Wafers (1) mil dem aufgekleblen 
Tragerfiim (5) von der Ruckseite des Wafers (1) 



her bis zur oder bis in die erste Kleberschicht (3) 
oder bis in das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Auflosen der ersten Kleberschicht (3) mil ei- 
nem Verfahren, welches die zweite Kleberschichl 
(6) nicht angreifl, 

- Abheben der einzelnen Chips (10) vom Trager- 
subslrai (4) gemeinsam mil dem Tragerfiim (5). 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Kleberschicht (3) 
aus cincm Klcbcr bestcht, der untcr Einwirkung von 
Licht eines bestimmien Wellenliingenbereichs zerselzl 
wird. und die zweile Kleberschicht (6) aus einem Kle- 
ber besteht, der unler Einwirkung dieses Lichls aushar- 
tet. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Kleberschicht (3) 
aus einem Kleber besiehu der unter Warmeeinwirkung 
zersetzt wird, und die zweile Kleberschicht (6) aus ei- 
nem Kleber besteht, der unler Warmeeinwirkung aus- 
hartet. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die crstc Kleberschicht (3) 
aus einem wasserloslichen Kleber bestehl und/ oder die 
zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber besteht, der 
losemitleLresistent ist. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Kleberschicht (3) 
aus einem Kleber bestehl, der unter einem Sauerstoff- 
plasma oder in einer bestimmien Gasumgebung zer- 
setzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus einem 
Kleber besteht, der gegeniiber diesen Bedingungen re- 
sistent ist. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB gemeinsam mil der Kleber- 
schicht (3) zwischen dem Wafer (1) und dem Trager- 
substrat (4) und/oder anstelle dieser Kleberschicht (3) 
das Tragersubstrat (4) aufgeldst wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net. daB das Tragersubstrat (4) aus einem Material be- 
steht, welches sich in einem Plasma und/oder unter 
Gaseinwirkung und/oder unter erhohier Temperatur 
zersetzt und/oder wasserlbslich ist. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf der Ruckseite der Chips 
(10) und/ oder des Tragerfilms (5) Positionsmarken (8) 
aufgebracht werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Chips (10) jeweils mit 
ihrer Vorderseite auf eine mit Leiterbahnen (11) verse- 
hene erste Chipkartenfolie (21) aufgebracht werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche I bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Chips (10) jeweils mil 
ihrer Ruckseite auf eine erste Chipkartenfolie (21) auf- 
gebracht und mil Leiterbahnen (11) kontaktiert werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erste Chipkartenfolie (21) auf 
der dem Chip (10) gegenuberliegenden Oberflache mit 
Kontaktflachen (23) versehen ist, die mit dem Chip 
(10) iiber die Leiterbahnen (11) verbundenen sind, und 
dieses so aufgebaute Chipmodul mit den Kontaktfla- 
chen (23) nach auBen in eine Kavitat (24) einer Chip- 
karte (20) eingebracht wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erste Chipkartenfolie (21) mil 
dem Chip (10) mit einer zweiten Chipkartenfolie (22) 
bedeckt wird und die beiden Chipkartenfolien (21, 22) 
zusaiiunenlaminierl werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekeiin- 
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zeichnet, daB die ersle Chi pkarten folic (21) vorbehan- 
deh wird, so daB der Chip (10) bis zuni Abdccken mil 
der zweilen Chipkartenlblie (22) auf der ersten Chip- 
kartenfolien (21) haftel. 

16. Verfahren nach Anspruch 15; dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB die ersic Chipkanenfolie (21) mil einer 
haflenden Leilpasle bedruckl wird, so daB der Chip 
(10) bis zuni Abdecken mil der zweiten Chipkartenlb- 
lie (22) auf der ersten Chipkartenfolien (21) haftet und 
glcichzcilig clcktrisch kontakticrt ist. 10 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Chips (10) jeweils mit 
ihrer Ruckseile auf eine erste Chipkanenfolie (21) auf- 
gebracht werden und die erste Chipkartenfolie (21) mit 
dem Chip (10) mit einer zweiten Chipkartenfolie (22) 15 
bedeck! wird, welche an den entsprechenden Positio- 
ncn mit Leiterbahnen (11) versehen ist, und die beiden 
Chipkartenfolien (21, 22) zusammenlaminiert werden. 

18. Verfahren zum Einbringen eines gedunnlen Chips 
(10) in eine Chipkartc (20), insbesondere nach einem 20 
der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Chip (10) auBcnlicgcnd auf cine Obcrflachc der 
Chipkarte (20) aufgebracht wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (10) mit seiner Vorderseile nach 25 
auBen weisend auf die Oberflache der Chipkarte (20) 
aufgebracht und nut Leiterbahnen (11) versehen wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 1 8 oder 1 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Chip (10) in eine Kavitat (27) in 
der Oberflache der Chipkarte (20) eingebracht wird. 30 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (10) unter War- 
meeinwirkung bundig in die Oberflache der Chipkarte 
(20) cingcprcBt wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 21, 35 
dadurch gekennzeichnet, daB der an der Oberflache der 
Chipkarte (20) befindliche Chip (10) mil einem Schutz- 
lack (12) uberzogen wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 22, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Txiterbannen (II) mit- 40 
tels eines Druck- oder Prageverfahrens aufgebracht 
werden. 

24. Verfahren nach Anspruch 2 und einem der Ansprii- 
che 12 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip 
(10) vom Tragerfilm (5) abgehoben und auf die Chip- 45 
kartcnfolic (21) oder die Obcrflachc der Chipkartc (20) 
aufgesetzt wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (10) mittels des Klebers der auf- 
gelosten zweiten Kleberschicht (6) auf die Kartenfolie 50 
(20) aufgeklebt wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (10) mit einem Saugkopf (30) 
von der Tragerfolie (5) abgehoben und auf die Karten- 
folie (20) aufgebracht wird, wobei die zweite Kleber- 55 
schicht (6) unter Warmeeinwirkung gelost wird. 

27. Chipkarte (20) mit mindestens einem gedunnten 
Chip (10), welcher auf einer Oberflache der Chipkarte 
(20) angeordnet ist. 

28. Chipkarte nach Anspruch 27, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, daB der Chip (10) mit seiner Vorderseile nach 
auBen auf der Chipkarte (20) angeordnet ist, und au- 
Benseitig auf der Chipkarte (20) und dem Chip (10) 
Leiterbahnen (II) aufgebracht si nd. 

29. Chipkarte nach Anspruch 27 oder 28, dadurch ge- 65 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen (11) aufgedruckt 
sind. 

30. Chipkarte nach einem der Anspriiche 27 bis 29, 
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dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (10) in einer Ka- 
vitat (27) in der Oberflache der Chipkarte (20) ange- 
ordnet ist. 

31. Chipkarte nach einem der Anspriiche 27 bis 30, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (10) bundig in 
die Oberflache der Chipkartc (20) eingepreBi isu 

32. Chipkarle nach einem der Anspriiche 27 bis 31, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (10) mit einem 
Schutzlack (12) uberzogen ist. 
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